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基于原子层沉积技术研究高保形性氧化铟锡薄膜 

在微电子器件中的应用 

一.成果完成人及所在单位：师春燕，光电与通信工程学院    指导教师：连水养 

二.成果简介： 

本项目采用等离子体增强原子层沉积（PEALD）制备 ITO 薄膜。本项目将优化原子层沉积工艺

窗口制备高致密的 ITO 薄膜；研究氧等离子体自由基对薄膜生长的机理以及通过研究 ITO 薄膜中 Sn
元素的掺杂度，提出一种通过 PEALD 制备出高质量 ITO 薄膜的工艺参数，使得其在现有的研究基础

上制备出更高穿透率或更低电阻率的透明导电 ITO 薄膜，并研究其在微电子器件中的应用。 

三.主要研究内容及创新点： 

在本研究中，通过等离子体增强原子层沉积（PEALD），交替暴露于环戊二烯基铟和氧等离子体

中制备氧化铟（In2O3）和四（二甲氨基）锡（SnO2）以及氧等离子体中，制备氧化铟锡（ITO）薄膜。

改变 SnO2 与 In2O3 的循环比，以研究对薄膜性能的影响。使用 X 射线衍射、X 射线光电子能谱、透

射电子显微镜、霍尔效应探针测量和紫外可见透射率测量对 ITO 薄膜进行量测分析。结果表明，通过

调节 SnO2 循环比，可以很好地控制薄膜厚度和 Sn 含量。最低电阻率为 2.9×10-4 Ω cm、52 cm2V-1S-1

的高迁移率，并且在 SnO2 循环比为 5%时，平均透光率为 89%。实现了 86%的极高掺杂效率。此外，

由于薄膜的高迁移率，获得了类似单晶的结构。PEALD 制备单晶 ITO 薄膜适用于需要复杂基底沉积

或亚纳米级厚度控制的电子器件应用。 

四. 主要研究成果及应用情况 
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